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« O QUE SAO CERMETS?

Classificados como compositos de particula grande, os cermets (ou cermetos) sdo
materiais formados por ceramicos duros (SiC, B4C ou WC) e metais (Al, Co, Ni ou Fe),
dando ao material propriedades como: elevada dureza, resisténcia a altas temperaturas,
resisténcia mecanica. Algumas aplicacoes que envolvem cermets vao desde pecas de
motores térmicos, placas de blindagem até ferramentas de corte para altas temperaturas.

 PROJETO SINTERIZACAO DE CERMETS SOB ALTAS
PRESSOES:

O projeto visa a melhor compreensdo dos processos fisicos e quimicos envolvidos na
sinterizacdo sob altas pressdes de compositos do tipo cermets. Alem disso, com a
caracterizacdo microestrutural, a identificacdo da composicdo de fases e a avaliacdo da
dureza, pretende-se identificar as mudancas estruturais em diferentes niveis e, também,
relacionar as diferentes condi¢cdes de processamento em pressdo e temperatura com as
propriedades dos sinterizados.

« METODOLOGIADESTE TRABALHO:

O trabalho envolve a sinterizacdo de Carbeto de Silicio (SIC) em condic¢des de extrema
pressdo e temperatura como etapa inicial do projeto de sinterizacdo de cermets. Foi
utilizado p6 (granulometria: 1,0 - 2,0 um) de SiC na sua forma cubica (B-SiC) da H.C.
STARCK [1], para investigar as formas de processamento e analise a serem usadas no
projeto. Para sinterizacdo em alta pressao foi utilizada uma prensa hidraulica (400 Tonf)
com camaras do tipo Toroidal.
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Sistema usado para processamento em alta pressdo e temperatura: (a) cdmaras do tipo
toroidal entre pistbes da prensa hidrdulica de 400 Tonf; (b) gaxeta cerdmica e elementos da
célula de reacdo; (c) detalhes da configuracéo da célula de reacdo; (d) imagem da gaxeta
com célula de reagéo apos processamento.

As amostras processadas foram caracterizadas por microscopia otica, difracdo de raios X
e microdureza Vickers.

Foram processadas 03 amostras de B-SiC, com aproximadamente 3 gramas, todas a 7,7
GPa nas seguintes condigoes:

Amostra Temperatura(°C) Tempo (min)
01 (AMO1) 1200 10
02 (AMO02) 1400 10
03 (AMO03) 1600 10

« RESULTADOS PARCIAIS:

O processamento em alta pressao provoca alta densificacdo no material, como mostrado
na caracterizacao pela microscopia otica:
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Microscopia dtica das amostras processadas em condigcoes de alta pressdo e temperatura.

Pelo Carbeto de Silicio ser um ceramico com elevada dureza, o polimento das amostras

foi feito com pasta de diamante (JP e Masterdiamond). Para a amostra processada a

1600°C por 10 minutos a 7,7 GPa de pressdo hidrostatica obteve-se a dureza de 24,50 +
1,28 GPa. A caracterizacdo por difracdo de raios-X mostra que a sinterizacdo do B-SiC
ndo formou outra fase com estrutura cristalina diferente do po original.

Intensidade (u.a.)

— 010-73-1708 Si C |

] l A

T I T T I T T I T T I T T I T
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

20 (graus)
Difratogramas das amostras AM01, AMO3 e do pd de partida, comparando com as posigoes
esperadas para os picos de difracdo da fase 6-SiC (conforme ficha ICSD 010-73-1708)

« CONCLUSOES PARCIAIS:

A formacdo de trincas na amostra 01 envolve o pequeno tempo em que a amostra foi
exposta a temperatura. Além desta, apenas a amostra 02 apresentou trincas, porém
menores € menos evidentes. Todas mostraram similaridades qualitativas quanto a
densificacdo. A microdureza medida assemelha-se muito a valores reportados na
literatura para este material [3].

« ETAPAS FUTURAS:

Sera continuado o estudo em SiC, tanto em novas condi¢Oes de processamento, quanto
usando outras técnicas de analise, em particular caracterizacdo microestrutural por
Microscopia Eletronica de Varredura. Posteriormente serdo otimizados 0S
processamentos e caracterizacées em TiB, e B,C, processados em forma pura ou
misturados com fase metalica ligante. Para todos os materiais processados, sera feito o
estudo sobre a influéncia da alta pressdo, temperatura e tempo de processamento nas
propriedades dos sinterizados.
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